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Academicianul Andrei Andrieş s-a născut la 
24 octombrie 1933 în comuna Buiucani (în prezent 
sector al Chişinăului). După absolvirea în anul 1951 
a şcolii medii, s-a înscris la Universitatea de Stat din 
Chişinău, Facultatea de Fizică. În anul 1959 Andrei 
Andrieş devine doctorand la Institutul Fizico-Tehnic 
„A.F. Ioffe” din Sankt Petersburg (conducător ştiin-
ţifi c prof. B.T. Kolomiets), iar în 1962 se angajează 
ca cercetător ştiinţifi c la Institutul de Fizică şi Mate-
matică al AŞM. Peste un an susţine teza de candidat 
(doctor) în ştiinţe fi zico-matematice pe tema „Con-
ductibilitatea şi fotoconductibilitatea semiconducto-
rilor vitroşi din sistemul Tl-As-Se-Te”. În 1962, care 
poate fi  considerat anul iniţierii studiului semicon-
ductorilor necristalini în Moldova, în cadrul Labora-
torului Optica Temperaturilor Joase în care activea-
ză cercetătorul Andrei Andrieş, se creează un grup 
de studiu al proprietăţilor fotoelectrice ale semicon-
ductorilor. În 1970 acesta devine nucleul noului La-
borator „Proprietăţi Fotoelectrice ale Semiconduc-
torilor”, avându-l conducător pe dr. Andrei Andrieş. 
Activitatea ştiinţifi că a acestuia era axată pe studiul 
proprietăţilor electrice, optice şi fotoelectrice ale di-
feritor sisteme binare şi ternare de semiconductori 
calcogenici vitroşi, numite şi sticle calcogenice. O 
atenţie deosebită era acordată obţinerii straturilor 
subţiri fotosensibile din sticle calcogenice, inclusiv 
pe suporturi fl exibile de suprafaţă mare, necesare 
dezvoltării purtătorilor anorganici de informaţie op-
tică şi holografi că, diferitor elemente şi componente 
pentru utilizări în optoelectronică şi fotonică. Ast-
fel, sub conducerea dr. Andrei Andrieş, este iniţiat 
un nou domeniu de cercetare al fi zicii semiconduc-
torilor în Moldova şi formarea unei şcoli ştiinţifi ce 
în domeniul semiconductorilor necristalini. 

Trebuie de menţionat faptul că semiconductorii 
necristalini, inclusiv sticlele calcogenice, reprezintă 
un nou grup de materiale cu proprietăţi fi zice diferi-
te de cele ale semiconductorilor cristalini. Spre de-
osebire de starea cristalină, caracterizată prin ordine 
la distanţă, adică printr-o structură cristalină ordo-

nată, starea necristalină (amorfă) are drept specifi c 
absenţa ei. Ceea ce rămâne nu poate fi  o dezordine 
totală, ci o anumită ordine la mică distanţă, care a 
fost denumită ordine în apropiere, defi nită prin exis-
tenţa unor corelaţii doar în primele sfere de coordo-
nare atomică. 

În sticlele calcogenice s-a arătat că ordinea în 
apropiere se poate extinde la distanţe sufi cient de 
mari pentru a considera că avem de-a face cu un nou 
tip de ordine: ordinea intermediară. Aşa cum ordinea 
în apropiere şi ordinea la distanţă sunt importante 
pentru proprietăţile fi zico-chimice ale materialelor 
cristaline şi amorfe, tot aşa ordinea intermediară 
joacă un rol esenţial în determinarea proprietăţilor 
specifi ce sticlelor: anizotropie fotostructurală, mo-
difi cări optice reversibile şi ireversibile, fotocon-
ducţie înaltă, conductibilitate joasă la întuneric, 
transparenţă într-un domeniul larg al spectrului (de 
la vizibil până la infraroşu). Din aceste motive, pri-
mele domenii de aplicaţii practice ale sticlelor cal-
cogenice au fost utilizarea lor ca elemente fotosen-
sibile în tuburile de luat vederi (vidicon), cilindre 
fotosensibile pentru imprimarea imaginilor în co-
piatoarele Xerox, componente optice pentru optica 
infraroşie etc.

La mijlocul anilor 1970, pe baza Laboratorului 
Proprietăţilor Fotoelectrice ale Semiconductorilor, 
la iniţiativa academicianului Andrei Andrieş au fost 
organizate unităţi de cercetare cu caracter aplicativ: 

Acad. Andrei ANDRIEŞ
24.10. 1933 – 7.04.2012
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Doctor în ştiinţe fi zico-matematice (1963); doctor  
habilitat în ştiinţe fi zico-matematice (1977); membru-
corespondent al AŞM (1978); membru titular al AŞM 
(1984); profesor (1990); preşedinte al AŞM (1989-
2004); preşedinte de onoare al AŞM (2004-2012); di-
rector al Centrului de Optoelectronică (1992-2012).
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Sectorul Medii de înregistrare şi structuri aplica-
tive în cadrul Biroului Specializat de Electronică 
a Corpului Solid al Institutului de Fizica Aplicată 
(şef dr. M. Iovu) şi Laboratorul Interdepartamental 
„POLICOM” (şef dr. A. Popescu), subordonat atât 
Institutului de Fizică Aplicată, cât şi Ministerului 
Industriei de Telecomunicaţii al URSS. Sectorul era 
specializat în elaborarea şi fabricarea de dispozitive 
pe bază de sticle calcogenice, iar Laboratorul Inter-
departamental – în dezvoltarea diferitor componen-
te optice difracţionale pentru optica integrată şi linii 
de comunicaţii cu fi bre optice.

În anul 1993, pe osatura Laboratorului Proprie-
tăţilor Fotoelectrice ale Semiconductorilor, subdivi-
ziunilor aplicative şi a Laboratorului de Fizică Cine-
tică (şef acad. V. Kovarschii) a fost instituit Centrul 
de Optoelectronică al Institutului de Fizică Aplicată 
(director acad. A. Andrieş). 

Investigaţiile ştiinţifi ce fundamentale şi aplicati-
ve, efectuate în cadrul Centrului de Optoelectroni-
că, au aprofundat cunoştinţele asupra proprietăţilor 
fi zice de bază ale sticlelor calcogenice. A fost de-
monstrat că spectrul stărilor localizate şi distribuţia 
lor energetică  în sticlele calcogenice pot fi  modi-
fi cate prin schimbarea compoziţiei materialului, a 
tehnologiei de obţinere, a temperaturii, la iradiere 
cu unde electromagnetice. Pentru prima dată a fost 
efectuat un studiu experimental complex al procese-
lor tranzitorii ale transportului dispersat de sarcină 
electrică, a fotoconducţiei staţionare şi nestaţiona-
re, a absorbţiei optice fotoinduse, al căror caracter 
specifi c este determinat de purtătorii de sarcină de 
neechilibru şi de specifi cul spectrului energetic al 
stărilor localizate în banda optică interzisă. În cola-
borare cu Institutul de Inginerie Fizică din Mosco-
va (prof. A. Rudenko şi prof. V. Arkhipov) pentru 
transportul dispersat în semiconductorii necristalini 
a fost propus şi dezvoltat un model teoretic de cap-
tare multiplă a purtătorilor de sarcină pe stările lo-
calizate, exponenţial distribuite în banda optică in-
terzisă, model în perfectă concordanţă cu rezultatele 
experimentale obţinute de cercetătorii Centrului de 
Optoelectronică. Studiul rolului stărilor localizate 
a aprofundat cunoaşterea fenomenului de memorie 
fotoelectrică, a reacţiilor electrochimice, procese-
lor de deformare a suprafeţei straturilor subţiri din 
sticle calcogenice stimulate de lumină sau/şi câmp 
electric. 

Sub conducerea academicianului A. Andrieş a 
fost elaborată tehnologia şi pentru prima dată au fost 
fabricate fi bre optice din sticle calcogenice. Studiul 
fenomenelor fotoinduse la propagarea radiaţiei la-
ser în fi brele optice din sticle calcogenice a permis 
elaborarea de senzori de deformaţie şi presiune, de 

detectori de radiaţii infraroşii de intensitate joasă, 
de alte dispozitive optoelectronice. Au fost obţi-
nute patente şi medalii de merit la diferite saloane 
internaţionale de inventică. În Centrul de Optoelec-
tronică s-au  studiat unele efecte optice neliniare la 
propagarea pulsurilor laser scurte în straturi subţiri 
de sticle calcogenice. Au fost demonstrate fenome-
nele neliniare de limitare optică şi histerezis optic. 
În colaborare cu Universitatea „La Sapienza” din 
Roma (prof. M. Bertolotti) fuseseră cercetate trans-
formările fotostructurale nereversibile şi reversibile, 
absorbţia şi refracţia neliniare în straturi subţiri din 
sticle calcogenice la iradiere laser.

Interesul pentru investigarea sticlelor calcoge-
nice a fost stimulat de aplicaţiile tot mai largi în 
stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiei. 
În acest domeniu sub conducerea academicianului 
A.Andrieş au fost iniţiate cercetări şi elaborări de 
noi materiale, inclusiv din sticle calcogenice, şi pro-
cedee pentru înregistrarea informaţiei optice şi ho-
lografi ce. S-au experimentat diferiţi purtători fotog-
rafi ci din sticle calcogenice, s-a reuşit înregistrarea 
diferitor tipuri de holograme (rainbow, holograme 
Fourier, volumetrice, cu imagini focalizate) cu efi ci-
enţă holografi că sporită (până la 40%) şi dimensiuni 
mari (până la 140 cm2). Fusese dezvoltat procesul 
tehnologic de fabricare a matricelor pentru multi-
plicarea imaginilor holografi ce, utilizate ca semne 
de protecţie împotriva falsifi cării documentelor şi 
mărfurilor industriale. În afară de înregistrarea opti-
că a reţelelor holografi ce, s-a modernizat tehnica de 
înregistrare a reţelelor de difracţie cu ajutorul fasci-
colului de electroni al unui microscop electronic cu 
scanare, asistat de calculator. Pentru diferite utilizări 
în optoelectronică şi optica integrată au fost realiza-
te în straturi de sticle calcogenice reţele de difracţie 
de diferite tipuri şi dimensiuni submicronice.

Alături de studiile experimentale, în Centrul de 
Optoelectronică s-au realizat cu succes şi cercetări 
teoretice. Au fost studiate fenomenele cooperative la 
interacţiunea câmpului electromagnetic cu materia 
condensată, descrise noi fenomene şi procese coope-
rative în sistemele cu diferiţi emiţători (nuclee, atomi, 
molecule). S-a elaborat concepţia superradiaţiei bi-
fotonice – fenomen nou care descrie coerenţa optică 
între o pereche de fotoni şi fotonii arbitrari, fenomen 
care are loc în laserul monofotonic. În domeniul opti-
cii neliniare s-a studiat teoria proceselor multifotoni-
ce pentru sistemele atomare şi moleculare. Cu succes 
s-au realizat cercetări ale proceselor neradiative în 
corp solid la absorbţia interbandă a luminii în gropi 
cuantice parabolice. 

În ultima perioadă, academicianul Andrieş a fost 
interesat de căutarea unor noi materiale cu caracte-
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ristici îmbunătăţite pentru aplicaţii în optoelectro-
nică şi fotonică. Printre ele – materialele nanocom-
pozite pe bază de compuşi anorganici şi organici şi 
nanocompozite luminescente dopate cu complexe 
de lantanide. Lucrările au fost desfăşurate în cadrul 
proiectelor aplicative ale Programului de Stat în 
colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova şi 
Institutul de Chimie al AŞM.

Materialele nanocompozite sunt atractive pentru 
utilizare în calitate de sensori, ecrane plate fl uores-
cente, celule fotovoltaice etc. Conceptul „nanocom-
pozite” cuprinde o varietate destul de mare de siste-
me mono-, bi-, tri-dimensionale şi materiale amorfe. 
Eforturile savanţilor angajaţi în acest domeniu este 
îndreptat spre fabricarea de nanocompozite cu para-
metri fi zici şi optici controlabili utilizând tehnologii 
de sinteză inovative. Rezultatele relevante în acest 
domeniu au fost prezentate de academicianul A. An-
drieş în anul 2008 la două conferinţe internaţionale 
în domeniu (Bran, România şi Sanct Petersburg, 
Rusia).

Andrei Andrieş a cunoscut personal şi a purtat 
discuţii ştiinţifi ce cu mari personalităţi din domeniul 
semiconductorilor necristalini: profesorul sir Nevill 
Mott (Marea Britanie, laureat al Premiului Nobel 
pentru fi zică, 1977), profesorul B.T. Kolomiets (Ru-
sia), academicianul Radu Grigorovici (România), 
profesorul S.R.Ovshinsky (SUA) şi alţii. Realizările 
academicianului Andrieş au fost remarcate de două 
ori (1982 şi 2002) prin decernarea Premiului de Stat 
din Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi produc-
ţiei. Al doilea Premiu de Stat el l-a obţinut împreună 
cu un grup de discipoli (dr.hab. A.Buzdugan, dr.hab. 
M. Iovu, dr.hab. S. Şutov, dr. V. Bivol) pentru reali-
zări de noi materiale şi tehnologii avansate în optoe-
lectronică pe bază de semiconductori necristalini. În 
anul 2005 academicianul Andrieş, pentru excelenţă 
în domeniul semiconductorilor necristalini, a deve-
nit Laureat al Premiului „Stanford R. Ovshinsky” al 
Forului Internaţional de Calcogenizi.

Academicianul Andrei Andrieş este autor şi 
coautor a 5 monografi i, 2 secţiuni în monografi i in-
ternaţionale, mai mult de 500 de publicaţii ştiinţifi -
ce, a 30 de patente şi certifi cate de autor. 

Pentru consolidarea relaţiilor academice interna-
ţionale şi cooperarea cu alte centre de cercetare din 
domeniul fi zicii semiconductorilor necristalini, din 
iniţiativa academicianului Andrieş în anul 1980 la 
Chişinău a avut loc Conferinţa Internaţională „Se-
miconductorii amorfi  - 80”, la care au participat sa-
vanţi din URSS, România, Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria, Germania. Începând cu anul 1989 Centrul 
de Optoelectronică a desfăşurat simpozioane inter-
naţionale în domeniul utilizării semiconductorilor 

necristalini în optoelectronică (1989, 1991, 1993). În 
1996, cu suportul NATO, la Chişunău şi-a desfăşu-
rat lucrările simpozionul NATO Advanced Research 
Workshop „Fizica şi Aplicarea Semiconductorilor 
Necristalini în Optoelectronică” cu participarea unor 
savanţi cu renume în domeniu din CSI, Europa, USA, 
Japonia. Legăturile ştiinţifi ce internaţionale existen-
te au permis realizarea  multor colaborări cu institu-
ţii şi savanţi din Marea Britanie, România, Ungaria, 
Rusia, Ucraina, Franţa, Italia, Polonia, Grecia, Ce-
hia, Slovacia, Bulgaria. Centrul de Optoelectronică 
a participat la realizarea granturilor şi proiectelor în 
cadrul programelor internaţionale FP6, FP7, INTAS, 
CRDF, STCU, colaborărilor bilaterale cu România, 
Ucraina, Germania.

Academicianul A. Andrieş a contribuit substan-
ţial la pregătirea cadrelor ştiinţifi ce de fi zicieni În 
Moldova. Sub conducerea sa au susţinut teze de 
doctori în ştiinţe fi zico-matematice E. Colomeico,  
V. Verlan, M.A. Iovu, M. Cernii, V. Abaşchin, 
A.A. Simaşchevici, V. Bivol, I. Culeac, E. Achimova,  
I. Cojocaru, S. Malkov, V. Dolghieru, E. Hancevs-
kaya, N. Gumeniuc, D. Harea şi de doctori habili-
tat S. Şutov, M.S. Iovu, D. Ţiuleanu, V. Ciumaş, N. 
Enachi, A. Buzdugan, A. Popescu.

Pentru merite deosebite academicianul Andrei 
Andrieş a fost decorat cu „Ordinul Republicii”, pre-
miul „C. Miculescu” al Academiei Române, meda-
lia de aur „S.I.Vavilov”, premiul internaţional „S.R. 
Ovshinsky”. A fost ales membru al Academiei Ro-
mâne; membru de onoare al Academiei de Cosmo-
nautică „K.E. Tsiolkovsky” (Moscova); membru al 
Academiei Inginereşti (Rusia); membru corespon-
dent al Societăţii Austriece „Albert Schweitzer-Ge-
sellschaft Modling”; membru al Academiei Euro-
pene de Artă; doctor Honoris Causa al Universităţii 
Politehnica (Bucureşti) etc.

Activitatea ştiinţifi că de succes a academicianu-
lui Andrei Andrieş s-a soldat cu crearea în Republica 
Moldova a unei şcoli ştiinţifi ce în domeniul semi-
conductorilor necristalini, recunoscută atât la nivel 
naţional, cât şi la cel internaţional. Ca savant şi or-
ganizator al ştiinţei, academicianul Andrei Andrieş a 
fost şi rămâne un exemplu pentru discipolii săi, pen-
tru fi zicienii din Republica Moldova, pentru tinerii 
cercetători, o provocare pentru a ascende în ştiinţă.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea fi zicii 
semiconductorilor necristalini şi optoelectronicii, 
prin decizia Consiliului Ştiinţifi c al IFA al AŞM din 
18 octombrie 2012, Laboratorul „Proprietăţi Foto-
electrice ale Semiconductorilor” (fondat de acad. 
A.Andrieş în anul 1970) este redenumit Laborato-
rul de Optoelectronică „Andrei Andrieş”.
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